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1. 背景 

SiC パワーデバイスは、その物性特性から高
耐圧、高温動作、低オン抵抗動作等、パワーデ
バイスとして多くの有効性が示唆されている。  

低オン抵抗動作の為には、より低い抵抗層が要
望されるが、従来 4H-SiC n 型基板の抵抗率は 

10 mΩcm を超えている。これは、高濃度の窒
素(N)ドーピングを実施すると多数の積層欠陥
(SFs)が生成し劣化する為である [1]。 

その解決手段として Al 等の Co-Doping が報
告されているが[2]、より簡便な手法の一つと
してレーザーによる拡散層形成（レーザードー
ピング）も有効な手法と考えられる[3][4]。 

我々は前回[5]に引き続きレーザードーピン
グによる拡散メカニズムを明確にする目的で
レーザー照射後の高濃度窒素拡散層のシート
抵抗について調査したので報告する。 

 

2.  実験方法および評価結果 

 図１に実験方法の概要を示した。4H構造 SiC 
Semi-insulator (>105 Ω·cm)基板にドーパント材
としての SiN 膜 200 nm を事前塗布し、窒素を
拡散する目的で KrF エキシマレーザー（ギガ
フォトン株式会社製、波長：248 nm，パルス幅：
82 ns）を照射した。その後 SiN 膜を除去し四
探針抵抗測定機にて表面抵抗を測定した。四探
針抵抗測定機は狭小端子間隔(100μm)の NPS

社製 MODEL SEP-04 を使用した。 

 

図１．実験の概要 

 

前回報告にて、各照射条件の拡散層形成状況
は SIMS 分析結果含め既に報告した。本照射条
件は、表面濃：2×1021～1020 atoms/cm3 の固溶限
界を超えた積層欠陥等の無い高濃度領域で、拡
散層領域の深さは約 100nm である。 

図２に四探針抵抗測定の結果を示す。照射に
より窒素が SiC 基板内に拡散し表面抵抗がシ
ョットキーからオーミックに変化し四探針抵
抗測定が可能になったことがわかる。 

 

図２ 四探針抵抗測定結果 

 

図２の横軸は、測定箇所(10 ｹ所測定)による
差を示しており均一性を得るためには、ある程
度の照射フルーエンンスと照射回数が必要で
あることを示している。 

均一な結果を示したフルーエンス 2.3J/㎠の
測定結果から抵抗RはR=V/I＝1.32 kΩであり、
補 正 係 数 を か け た シ ー ト 抵 抗 Rs は
Rs=R×RCF=1.32 kΩ × 0.282=373 Ω/□となった。
拡散層の深さ(厚み t=約 100nm)から抵抗率 ρ

は ρ= Rs × t(100nm)=3.73×10-3 Ω･cm となる。 
固溶限界を超えた高濃度窒素×1020～1021 

atoms/cm3 において、Al などの Co-Doping の手
法を使うことなく積層欠陥(SFs)の無い低抵抗
4H-SiC n 層が実現できた。 

 

3.  結論 

レーザードーピングにより結晶欠陥を作ら
ず固溶限界を超えた窒素高濃度層を形成し、数
m Ω･cm の低抵抗層を実現した。 
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